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По  сути  суперконденсатор,  это  тот  же  конденсатор —  пластина  ди‐
электрика с обкладками, но с тем отличием, что роль обкладок выполняет 
пористое тело, у которого огромная поверхность, диэлектрика – гель (ион‐
ная жидкость),  который  заполняет  полости  на  поверхности,  а  зарядов — 
ионы, которые находятся в геле. За счёт того, что поверхность велика, ём‐
кость  суперконденсатора  может  быть  намного  больше  ёмкости  обыкно‐
венных конденсаторов. 











удовлетворят  требования,  предъявляемые  к  сырью  для  производства 
электродов суперконденсаторов.  
Как  вариант  активно  рассматриваются  полупроводниковые  кристал‐
лы,  а  именно  пористые  структуры,  выращенные  на  их  основе.  Известно, 










го  в  лаборатории  компании «Molecular Technology GmbH»  (Берлин).  Тол‐
щина образцов 1мм. Пластины были вырезаны перпендикулярно оси ро‐
ста  и  отполированы  с  обеих  сторон.  Кристаллы  подвергались  механиче‐
ской  и  химической  полировке.  Ориентация  поверхности  выбранных  пла‐















‐  режим  при  медленно  возрастающем  напряжении.  Скорость  роста 









  После  эксперимента  образцы  очищались  в  ацетоне,  изопропаноле, 
промывались  в  дистиллированной  воде  и  высушивались  в  потоке  особо 
чистого водорода, после чего подвергались естественному старению в те‐
чение трех дней. 
Морфология  полученных  пористых  структур  исследовалась  с  помо‐
щью  растрового  электронного микроскопа    JSM‐6490.  Химический  состав 





денсаторов  уровнем  электрической  емкости:  максимальная  емкость 
обычных  конденсаторов  составляет  сотни  микрофарад,  а  максимальная 
емкость суперконденсаторов достигает тысяч фарад, те есть  на шесть по‐
рядков  больше.  Поскольку  электрические  слои  Гельмгольца  образуются 










Электроды  СК  выполняются  из  пористых  материалов,  внутренняя 
удельная площадь поверхности которых достигает 1000—3000 м2/г. Важен 
размер  пор  материала  электродов:  при  больших  размерах  уменьшается 
площадь  активной  поверхности,  при  малых  в  поры  не  попадают  относи‐
тельно большие носители заряда  (ионы электролита),  которые к  тому же 
зачастую окружены молекулами растворителя. В качестве материала элек‐
тродов СК пока наиболее распространен дешевый и широкодоступный ак‐














Для  существенного  повышения  удельных  энергетических  характери‐
стик систем накопления энергии до 40  кДж/кг и удельной мощностью до 
20  кВт/кг  необходимо  использование  новых  высокоэнергетических  элек‐
тролитов на основе ионных жидкостей с напряжением декомпозиции до 6 
вольт. Однако, использование этих электролитов с существующими нано‐
структурными  пористыми  материалами  не  обеспечивает  необходимых 
энергетических  характеристик  двойного  электрического  слоя  из‐за  элек‐
трохимической  несовместимости  молекул  ионной  жидкости  и  пористой 
структуры и химии поверхности материала [1, 2]. 
Таким  образом,  требования,  которые  предъявляются  к  электродам 
суперконденсатора: удельная площадь поверхности (500 – 3000 м2/г), раз‐
мер пор (до 20 нм – поры и до 50 мкм размер дисперсных частиц), высо‐





методом  электрохимического  травления,  в  частности  пористый  фосфид 
индия [3].   
Рис.1  демонстрирует  изображение  морфологии  пористого  образца 
фосфида  индия,  полученного  путем  электролитического  травления  n‐InP 
(100) в растворе соляной кислоты.  
На рисунке можно видеть упорядоченный ансамбль пор, который об‐




результат  является  технологически  важным,  так  как  качество  пористых 











Следует отметить,  что  глубина пористого  слоя  также является важной ха‐
рактеристикой.  Процент  пористости  составляет  приблизительно  70%  от 
общей площади образца  









что  поверхность  образцов  после  водородной  термической  обработки 
практически  не  содержит  кислорода,  а  значит,  кристаллы  свободны  от 
окисной  пленки.  Это  подтверждается  данными  дифрактометрических  ис‐
следований,  полученных методом рентгеновской дифрактометрии на ди‐








Вывод.  В  работе  представлена  методика  получения  пористого  фос‐
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